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Gassensor 

Die Erfindung betriflt einen Gassensor mit einem Substrat eines ersten Ladungstrd- 
gertyps, auf dem eine Drain und eine Source eines zweiten Ladungstragertyps 
angeordnet sind, wobei zwischen Drain und Source ein Kanalbereich gebildet 1st, 
und mit einer gassensitiven Schicht, die Pole hat, zwischen denen in Abhangigkeit 
von der Konzentration eines mit der Schicht in Kontakt befindlichen Gases eine 
gasinduzierte Spannung auftritt, wobei die gassensitive Schicht zur Messung der 
Spannung mit ihrem einen Pol uber elnen Luftspalt kapazitiv an den Kanalbereich 
gekoppelt ist und mit ihrem anderen Pol mit einer ein Bezugspotential aufweisen- 
den Gegenelektrode verbunden ist. 

Ein derartiger Gassensor ist aus DE 43 33 875 C2 bekannt. Er weist eine gassensitive 
Schicht auf, die mit einer Anderung ihrer Austrittsarbeit auf Gaseinwirkungen 
reagiert. Auf dem Kanalbereich des Gassensors ist eine elektrisch isolierende 
Schicht angeordnet die das Substrat, den Source- und den Drain-Bereich uber- 
deckt. Zwischen dieser Kanalisolierung und der gassensitive Schicht ist ein Luftspalt 
gebildet. Dies entspricht dem Prinzip des Suspended Gate Feldeflekttransitsors 
(SGFEU Die durch die Anwesenheit des Gases in der gassensitiven Schicht induzier- 
te elektrische Spannung koppelt kapazitiv uber den Luftspalt an die Kanaloberfld- 
che und induziert Ladungen in die Struktur des SGFET. Der Kanalbereich wird von 
einer Guardelektrode umrahmt, welche den Kanalbereich gegen elektrische 
Potentiate, die auSerhalb des von der Guardelektrode umgrenzten Oberfldchenbe- 
reichs des Gassensors angeordnet sind, abschirmt. Der Gassensor hat jedoch den 
Nachteil, dass das Messsignal des SGFET auBer von der zu messenden Konzentra- 
tion des Gases auch von dem elektrischen Widerstand zwischen Guardring und 
Kanalbereich, der durch Feuchte beeinflusst wird, abhangig ist. Ungunstig ist dabei 
vor allem, dass die Messgenauigkeit des Gassensors bei langsamen Gas- 
Konzentrationsdnderungen mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt uberproportio- 
nal abnimmt. 

Aus DE 1 01 18 367 C2 ist auch bereits ein verbesserter Gassensor bekannt, bei dem 
zwischen dem Guardring und dem Kanalbereich eine Oberflachenprofilierung 
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ausgebildet 1st, die Erhohungen und Vertieflingen aufweist Durch diese relativ 
einfach und kostengunstig zu realisierende MaBnahme wird die Weglange 
zwischen dem Guardring und dem Kanalbereich vergroBert und somit der an der 
Oberflache zwischen dem Guardring und dem Kanalbereich flieBende Faradayi- 
5 sche Strom entsprechend reduziert Obwohl sich dieser Gassensor in der Praxis in 
einer Vieizahl von Anwendungen bewahrt hat, weist er dennoch Nachteile auf So 
nimmt auch bei diesem Gassensor bei langsamen Gas- 
Konzentrationsanderungen die Messgenauigkeit mit zunehmendem Feuchtig- 
keitsgehalt uberproportional ab. 

10 

Aus EP 1 191 332 Al ist ferner ein Gassensor der eingangs genannten Art bekannt, 
der im selben Feldeffekttransistor neben der gassensitiven Schicht zusatzlich auch 
eine feuchtesensitive Schicht aufweist, die nach dem gleichen Messprinzip auslos- 
bar ist wie die gassensitive Schicht Nach Angabe der Offenlegungsschrift soil es 

15 dadurch moglich sein, bei bekannter Temperatur Feuchteeinflusse im Vergleich zu 
der zu messenden Gasreaktion zu bestimmen und durch Heranziehung des 
Feuchtemesssignals bei dem Gassensor die Querempfindlichkeit auf Feuchte zu 
reduzieren. Nachteilig ist dabei jedoch, dass auBer dem zusatzlichem Feuchtesen- 
sor auch noch eine aufwendige und teuere Kompensationsschaltung benotigt 

20 wird. Ungunstig ist auBerdem, dass eine derartige Kompensation jeweils nur fur 
eine bestimmte Temperatur gultig ist, so dass bei Temperaturschwankungen auch 
noch ein Temperaturmesssignal erfasstund berucksichtigt werden muss. 

Es besteht deshalb die Aufgabe, einen Gassensor der eingangs genannten Art zu 
25 schaffen, der bei einem einfachen und kompakten Aufbau eine hohe Messgenau- 
igkeit ermogticht. Dabei soli die Messgenauigkeit weitgehend unabhangig von 
Feuchteeinflussen sein. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, dass an der Oberflache des Gassensors 
30 zwischen der gassensitiven Schicht und dem Kanalbereich und/oder einer Sensor- 
elektrode, die mit einer an dem Kanalbereich angeordneten Gateelektrode 
elektrisch verbundenen ist, eine hydrophobe Schicht angeordnet ist 

In vorteilhafter Weise wird durch diese uberraschend einfache Losung die Adsorpti- 
35 on von Feuchtigkeit an der Oberflache des Gassensors erschwert oder sogar 
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vollstdndig verhindert. Dadurch wird der Transport von lonen zwischen dem 
Kanalbereich bzw. der Sensorelektrode und davon beabstandeten Stellen des 
Gassensors, die ein anderes elektrische Potential aufweisen als der Kanalbereich 
bzw. die Sensorelektrode, vor allem bei einem hohen Feuchtigkeitsgehalt des 

5 Gases erheblich eingeschrankt. Somit bleibt die Messgenauigkeit des Gassensors 
weitgehend konstant, wenn sich der Feuchtigkeitsgehalt in dem Gas verdndert. 
AuSerdem wird eine hohe Langzeitstabilitdt der Messgenauigkeit ermoglicht. Die 
hydrophobe Schicht ist vorzugsweise auf einer elektrisch nichtleitenden Oder 
halbleitenden Schicht angeordnet. Es ist aber auch denkbar, die hydrophobe 

10 Schicht auf einer elektrisch leitenden Schicht angeordnet ist, wenn diese gegen 
den Kanalbereich, die Sensorelektrode und/oder eine andere von der elektrisch 
leitenden Schicht beabstandete Stelle, deren Potential sich von dem der elektrisch 
leitenden Schicht unterscheidet elektrisch isoliert ist. Die hydrophobe Schicht ist 
bevorzugt als ultrahydrophobe Schicht ausgebildet. 

15 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsfbrm der Erflndung weist der Gassensor an 
seiner Oberfldche einen elektrisch leitfahigen Guardring auf der den Kanalbereich 
und/oder die Sensorelektrode mit Abstand zu dem Kanalbereich und/oder der 
Sensorelektrode umgrenzt, wobei die hydrophobe Schicht zumindest in einem 

20 zwischen dem Guardring und dem Kanalbereich und/oder der Sensorelektrode 
befindlichen Bereich der Oberfldche des Gassensors angeordnet ist Durch den 
Guardring wird verhindert, dass das Potential uber dem Kanalbereich bzw. das 
Potential der Sensorelektrode nach einer bestimmten Zeit durch die an der 
Oberfldche des Gassensors noch vorhandene Leitfdhigkeit auf das Potential des an 

25 den Kanalbereich kapazitiv angekoppelten Pols der gasempflndlichen Schicht 
Oder das Potential des Guardringes gezogen wird. Somit wird eine Potentialdrift 
vermieden und es wird eine noch grdBere Messgenauigkeit erreicht. 

Bei einer zweckmdSigen Ausgestaltung der Erfindung erstreckt sich die hydrophobe 
30 Schicht durchgdngig uber den Kanalbereich und/oder die Sensorelektrode. Der 
Gassensor ist dann besonders einfach und kostengunstig herstellbar, da die 
hydrophobe Schicht ganzfldchig auf die Oberfldche des Gassensors aufgebracht 
und somit ein Maskierungsschritt eingespart werden kann. 



WO 2005/012896 



4 



PCT/EP2004/008309 



Vorteilhaft ist, wenn die hydrophobe Schicht von dem Kanalbereich und/oder der 
Sensorelektrode beabstandet ist und den Kanalbereich und/oder die Sensorelekt- 
rode vorzugsweise ring- oder rahmenformig umgrenzt. Dadurch kann bei einer 
hydrophoben Schicht in der bei einem Kontakt mit einem Storgas, das sich von 
5 dem Gas, fur das die gassensitive Schicht empfindlich ist, unterscheidendet, eine 
elektrische Storspannung induziert wird, der Einfluss dieser Storspannung auf das 
Messsignal und somit die Querempfindlichkeit des Sassensors fur das Storgas 
reduziert werden. 

io Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsfbrm der Erfindung betrdgt der mit Wasser 
gemessene, auf ein plane Oberfldche bezogene statlsche Kontakfwinkel der 
hydrophoben Schicht mindestens 70°, ggf rnindestens 90°, insbesondere mindes- 
tens 1 05° und bevorzugt mindestens 1 20° betrdgt. Vor allem bei einem Kontakt- 
winkel von mindestens 120° kann eine besonders hohe und weitgehend vom 

15 Feuchtigkeitsgehalt des Gases unabhdngige Messgenauigkeit des Gassensors 
erreicht werden. Der Kontaktwinkel kann mit bekannten Standardmessverfahren 
bei Raumtemperatur bestimmt werden. 

Bei einer zweckmdSigen Ausgestaltung der Erfindung sind Molekule der hydro- 
20 phoben Schicht kovalent an die Oberfldche einer daran angrenzenden, vorzugs- 
weise halbleitenden oder elektrisch isolierenden Schicht des Gassensors gebun- 
den. Dadurch ist es moglich, bei der Fertigung des Gassensors die hydrophobe 
Schicht direkt an der daran angrenzenden Schicht des Gassensors zu befestigen. 

25 Vorteilhaft ist wenn die hydrophobe Schicht mindestens ein Polymer enthdlt. Die 
hydrophobe Schicht kann dann bei der Fertigung des Gassensors bei Raumtem- 
peratur auf die Oberfldche des Gassensors aufgebracht werden, wodurch die 
bereits auf dem Substrat befindlichen Implantierungsbereich und Strukturen 
thermisch geschont werden. 

30 

Besonders vorteilhaft ist, wenn das Polymer ein fluoriertes und bevorzugt ein 
perfluoriertes Polymer ist. Durch die in diesen Polymeren enthalten stark elektrone- 
gativen CF-Gruppen kann auch bei einem hohen Feuchteanteil in dem zu mes- 
senden Gas, beispielsweise bei einer relativen Feuchte von 90%, noch eine hohe 
35 Messgenauigkeit bei der Messung der Gaskonzentration erreicht werden. 
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Bei einer anderen vorfeilhaften Ausfuhrungsfbrm der Erfindung ist das Polymer uber 
eine vorzugsweise als Monolage ausgebildete Zwischenschicht mit einer benach- 
barten, vorzugsweise halbleitenden oder elektrisch isolierenden Schicht des 

5 Sassensors verbunden, wobei die Zwischenschicht mindestens eine an der 
benachbarten Schicht verankerte reaktive Sruppe aufweist, und wobei das 
Polymer vorzugsweise uber eine kovalente Bindung an die Zwischenschicht 
gekoppelt ist. Dabei ist es sogar moglich, das hydrophobe Polymer bei der Herstel- 
lung des Sassensors zundchst ganzfldchig auf die Zwischenschicht aufzubringen 

io und dann unter Einwirkung von mittels einer Schattenmaske auf die Oberflache 
des Gassensors projizierter optischer Strahlung nur in bestimmten Teilbereichen der 
Oberflache des Sassensors photochemisch an die Zwischenschicht zu binden. In 
den ubrigen Teilbereichen kann das hydrophobe Polymer danach beispielsweise 
durch Abwaschen von der Oberflache des Sassensors entfernt werden, Insgesamt 

15 ergibt sich somit ein Sassensor mit einer strukturierten, nur an bestimmten Stellen 
seiner Oberflache angeordneten hydrophoben Schicht. 

Vorteilhaft ist, wenn die hydrophobe Schicht eine Oberflachenprofilierung mit 
Vorsprungen und Vertiefungen aufweist Dadurch kann eine noch groSere Mess- 
20 genauigkeit erreicht werden. 

Die Vertiefungen sind bevorzugt als Sraben oder Nuten ausgebildet, die rahmen- 
oder ringformig um den Kanalbereich und/oder die Sensorelektrode umlaufen. 

25 Nachfblgend sind Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnung naher 
erldutert. Es zeigt zum Teil starker schematisieit. 

Fig. 1 einen Langsschnitt durch einen Sassensor, der unter einer strichliniert 



dargestellten gasempfindlichen Schicht einen ISFET aufweist, 



30 



Fig. 2 



einen Querschnitt durch den in Fig. 1 gezeigten Sassensor entlang der 
in Fig. 1 mit II bezeichneten Schnittiinie, 



Fig. 3 



einen Langsschnitt durch einen Sassensor, der unter einer strichliniert 
dargestellten gasempfindlichen Schicht einen CCFET aufweist, 
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Fig. 4 einen Querschnitt durch den in Fig. 3 gezeigten Gassensor entlang der 

in Fig. 3 mit IV bezeichneten Schnittlinie, 

5 Fig. 5 eine schematische Darsteliung der photochemischen Bindung eines 

hydrophoben Polymers an eine auf einer elektrischen Isolationsschicht 
immobilisierten Schicht mit Linker-Molekulen. 



Ein im Ganzen mit 1 bezeichneter Gassensor weist ein Substrat 2 eines ersten 
10 Ladungstrdgertyps auf das z,B. aus p-dotiertem Silizium bestehen kann. Auf dem 
Substrat 2 sind eine Drain 3 und eine Source 4 eines zweiten Ladungstrdgertyps 
angeordnet. Die Drain 3 und die Source 4 kdnnen beispielsweise aus n-dotiertem 
Silizium bestehen. Die Drain 3 ist uber in der Zeichnung nur teilweise dargestellte 
elektrische Leiterbahnen mit einem Drain -Anschluss 5 verbunden. In entsprechen- 
15 der Weise ist die Source 4 mit einem Source-Anschluss 6 verbunden. Der Drain- 
Anschluss 5 und der Source-Anschluss 6 sind jeweils an einer auf dem Substrat 2 
deponierten Schicht 7 angeordnet. 



Zwischen Drain 3 und Source 4 ist in dem Substrat 2 ein Kanalbereich 8 gebildet, 
20 auf dem bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1 und 2 eine elektrisch isolierende 
Dunnoxidschicht 9 angeordnet ist, die als Gatedielektrikum dient. Die Dunnoxid- 
schicht 9 hat etwa eine Schichtdicke von 3-1 50 nm. 



Wie in Fig. 2 besonders gut erkennbar ist, weist der Gassensor 1 ferner eine gas- 
25 sensitiven Schicht 10 aul; die an ihren einander abgewandten Flachseiten Pole 1 1, 
12 hat, zwischen denen in Abhdngigkeit von der Konzentration eines mit der 
Schicht 1 0 in Kontakt befindlichen Gases eine gasinduzierte elektrische Spannung 
auftritt. Zur Detektion der Spannung ist die gassensitive Schicht 1 0 mit ihrem einen 
Pol 12 uber einen Luftspalt 14 kapazitiv an den Kanalbereich 8 gekoppelt. Der 
30 andere Pol 1 1 ist mit einer Gegenelektrode 1 3 verbunden, an der ein elektrisches 
Bezugspotential anliegt. Der Luftspalt 14 weist einen Zugang zu dem zu detektie- 
renden Gas auf und ist zwischen deponierten Schichten 7, auf denen die gassensi- 
tive Schicht 1 0 abgestutzt ist. 
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. Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1 und 2 ist der Kanalbereich 8 offen ausge- 
bildet (ISFET) und uber das Dunnschichtoxid und den Luftspalt 14 direkt an die 
gassensitive Schicht 10 kapazitiv gekoppelt. Deutlich ist erkennbar, dass der 
Kanalbereich 8 an der der gassensitiven Schicht 1 0 gegenuberliegenden Seite des 
5 Luftspalts 1 4 angeordnet ist. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 und 4 ist der Kanalbereich 8 seitlich neben 
der gassensitiven Schicht 10 in dem Substrat 2 angeordnet und mit einer Gatee- 
lektrode 22 abgedeckt. Zur kapazitiven Ankopplung des Kanalbereichs 8 an die 
10 gassensitive Schicht 10 ist die Gateelektrode 22 uber eine Leiterbahn 15 mit einer 
Sensorelektrode 1 6 verbunden, die an der dem Pol 1 2 der gassensitiven Schicht 1 0 
gegenuberliegenden Seite des Luftspalts 14 auf einer auf dem Substrat 2 befindli- 
chen Isolationsschicht 1 7 angeordnet ist. Die Isolationsschicht 1 7 kann beispielswei- 
se ein'e Si0 2 -Schicht sein. 

15 

Der Gassensor 1 weist an seiner Oberfldche auSerdem einen elektrisch leitlahigen 
Guardring 1 8 auf der bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1 und 2 den Kanalbe- 
reich 8 und bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 und 4 die zu dem zu dem 
Kanalbereich 8 fuhrende Sensorelektrode 1 6 umgrenzt. Dabei ist bei dem Ausfuh- 

20 rungsbeispiel nach Fig. 1 und 2 zwischen dem Guardring 18 und dem Kanalbe- 
reich 8 und bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 und 4 zwischen dem 
Guardring 1 8 und der Sensorelektrode 16jeweils ein Abstand vorgesehen. Um den 
Kanalbereich 8 gegen auBerhalb des von dem Guardring 1 8 umgrenzten Ober- 
flachenbereichs des Gassensors 2 befindliche elektrische Potentiate abzuschirmen, 

25 liegt der Guardring 1 8 auf einem definierten elektrischen Potential. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1 und 2 ist zwischen dem Guardring 1 8 und 
dem Kanalbereich 8 an der Oberfldche des Gassensors 1 eine hydrophobe 
Schicht 1 9 angeordnet. Diese befindet sich auf einer elektrischen Isolationsschicht 

30 1 7, die auf der Drain 3, der Source 4 und auBerhalb des Kanalbereichs 8 befindli- 
chen Bereichen des Substrat 2 angeordnet ist. In Fig. 1 ist erkennbar, dass die 
hydrophobe Schicht 19 den Kanalbereich 8 rahmenformig umgrenzt und mit 
Abstand zu dem Kanalbereich 8 und dem Guardring 1 8 endet. Durch die hydro- 
phobe Schicht 19 wird in dem zwischen dem Guardring 1 8 und dem Kanalbereich 

35 8 beflndlichen Teil der Oberfldche des Gassensors die Adsorption von in dem Gas 
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befindlichem Wasser erheblich erschwert. Dadurch werden ein hoher elektrischer 
Widerstand an der Oberfldche und ein hohe Messgenauigkeit des Sassensors 
ermoglicht. 

5 Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 und 4 ist die hydrophobe Schicht 19 
zwischen denn Guardring 18 und der Sensorelektrode 16 auf der Isolationsschicht 
1 7 angeordnet. In Fig. 4 ist erkennbar, dass die hydrophobe Schicht 1 9 die Sensor- 
elektrode 16 rahmenfbrrnig umgrenzt und mit Abstand zu der Sensorelektrode 16 
und dem Guardring 18 endet. Durch die hydrophobe Schicht 19 wird in dem 

10 zwischen dem Guardring 18 und der Sensorelektrode 16 befindlichen Teil der 
Oberfldche des Gassensors 1 die Adsorption von in dem Gas befindlichem Wasser 
erschwert. 

Die hydrophobe Schicht besteht aus einem Polymer, vorzugsweise aus Po- 
15 ly(heptadecafluroacrylat). Bei der Fertigung des Gassensors 1 wird die hydrophobe 
Schicht 19 uber eine Zwischenschicht 20 an der Isolationsschicht 1 7 befestigt. Dazu 
wird zundchst die Zwischenschicht 20 in Form einer Monolage eines benzophe- 
non-funktionalisierten Monochlorosilans auf der Isolationsschicht 17 aufgebracht. In 
Fig. 5 ist erkennbar, dass in der Zwischenschicht 20 wdhrend der UV-Belichtung freie 
20 Radikale entstehen, die beim Kontaktieren der Isolationsschicht 17 an diese 
anbinden und dadurch die Zwischenschicht 20 an der Isolationsschicht 1 7 befesti- 
gen. 

Danach wird eine dunne Lage Poly(heptadecafluroacrylat) ganzflachig auf der 
25 Zwischenschicht 20 deponiert. Nun werden mit Hilfe einer Schattenmaske die 
Stellen, an denen spdter die hydrophobe Schicht 19 sein soil, mit UV-Strahlung 
bestrahlt. In Fig.. 5 ist erkennbar, dass die Zwischenschicht 20 eine photoreaktive 
Benzophenon-Gruppe 21 aufweist, die bei Bestrahlung mit UV-Licht an ein benach- 
bartes Polymer der spdteren hydrophoben Schicht 19 bindet. Dabei ubernimmt die 
30 Benzophenon-Gruppe 21 von dem benachbarten Polymer ein Wasserstofldtom, 
derart, dass zwischen der Benzophenon-Gruppe 21 und dem benachbarte 
Polymer eine kovalente Verknupfung gebildet wird (vgl. Prucker, O., Ruhe, 3. et al., 
Photochemical Attachment of Polymer Films to Solid Surfaces via Monolayers of 
Benzophenone Derivates, 3. Am. Chem. Soc. (1999), 121, Seite 876Ck8770). Nachdem 
35 das Polymer der hydrophoben Schicht 19 auf diese Weise in bestimmten Berei- 
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chen an der Oberflache der Isolationsschicht 17 gebunden wurde, werden die 
ungebunden, an den nicht belichteten Stellen der Oberflache befindlichen Polyme- 
re zur Bildung der strukturierten hydrophoben Schicht 19 entfemt, beispielsweise 
indem sie mit einem Losungsmittel abgewaschen werden. 

Erwahnt werden soil noch, dass auch andere Ausfuhrungsbeispiele moglich sind, 
bei denen sich die hydrophobe Schicht 1 9 unterbrechungsfrei uber den Kanalbe- 
reich 8, die Sensorelektrode 16 und/oder den Guardring 18 erstrecken kann. Bei 
der Herstellung eines solchen Sassensors 1 kann die hydrophobe Schicht 19 auch 

10 direkt auf der Isolationsschicht 17 deponiert werden. Dies kann in der Weise 
geschehen, dass das hydrophobe TrichloroO H,l H^H^H-perflurooctyDsilan (TPFS) aus 
der gasfbrmigen Phase bei einer Temperatur von etwa 1 00°C auf der Isolations- 
schicht 1 7 abgeschieden werden. Das Abscheiden des TPFS erfblgt vorzugsweise 
unter Abwesenheit von Feuchtigkeit, damit Querverbindungen und Inhomogenitd- 

15 ten in dem auf der Oberflache abgeschiednen TPFS-Film vermieden werden. 
AuBerdem ist darauf zu achten, dass wdhrend des Abscheidungsprozesses keine 
Staubpartikel an der Oberflache anhaften. 
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PatentansprOche 

Gassensor (1) mit einem Substrat (2) eines ersten Ladungstragertyps, auf dem 
eine Drain (3) und eine Source (4) eines zweiten Ladungstragertyps ange- 

5 ordnet sind, wobei zwischen Drain (3) und Source (4) ein Kanalbereich (8) 

gebildet ist, und mit einer gassensitiven Schicht (1 0), die Pole (11,12) hat zwi- 
schen denen in Abhangigkeit von der Konzentration eines mit der Schicht 
(1 0) in Kontakt befindlichen Gases eine gasinduzierte Spannung auftritt, wo- 
bei die gassensitive Schicht (1 0) zur Messung der Spannung mit ihrem einen 

10 Pol (1 2) uber einen Luftspalt (14) kapazitiv an den Kanalbereich (8) gekoppelt 

ist und mit ihrem anderen Pol (1 1) mit einer ein Bezugspotential aufweisen- 
den Gegenelektrode (1 3) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass an 
der Oberflache des Gassensors (1 ) zwischen der gassensitiven Schicht (1 0) 
und dem Kanalbereich (8) und/oder einer Sensorelektrode (16), die mit einer 

15 an dem Kanalbereich (8) angeordneten Gateelektrode (22) elektrisch ver- 

bundenen ist, eine hydrophobe Schicht (19) angeordnet ist. 

Gassensor (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass er an seiner 
Oberflache einen elektrisch leitfahigen Guardring (1 8) aufweist, der den Ka- 

20 nalbereich (8) und/oder die zu dem zu dem Kanalbereich (8) fuhrende Sen- 

sorelektrode (16) mit Abstand zu dem Kanalbereich (8) und/oder der Sen- 
sorelektrode (16) umgrenzt, und dass die hydrophobe Schicht (19) zumindest 
in einem zwischen dem Guardring (1 8) und dem Kanalbereich (8) und/oder 
der Sensorelektrode (1 6) befindlichen Bereich der Oberflache des Gassen- 

25 sors (1 ) angeordnet ist. 

Gassensor (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet dass sich 
die hydrophobe Schicht (19) durchgangig uber den Kanalbereich (8) 
und/oder die Sensorelektrode (16) erstreckt. 

30 

Gassensor (1) nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die hydrophobe Schicht (1 9) von dem Kanalbereich (8) und/oder der 
Sensorelektrode (8) beanstandet ist und den Kanalbereich (8) und/oder die 
Sensorelektrode (16) vorzugsweise ring- Oder rahmenfbrmig umgrenzt. 
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Sassensor (1) nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass der mit Wasser gemessene, auf ein plane Oberfldche bezogene stati- 
sche Kontaktwinkel der hydrophoben Schicht (19) mindestens 70° ggf min- 
destens 90°, insbesondere mindestens 105° und bevorzugt mindestens 120° 
5 betrdgt. 

Sassensor (1) nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass Molekule der hydrophoben Schicht (19) kovalent an die Oberfldche ei- 
ner daran angrenzenden, vorzugsweise halbleitenden oder elektrisch isolie- 
l o renden Schicht des Sassensors (1 ) gebunden. 

Sassensor (1) nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die hydrophobe Schicht (1 9) mindestens ein Polymer enthdlt. 

15 Sassensor (1) nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 

dass das Polymer ein fluoriertes und bevorzugt ein perfluoriertes Polymer 1st. 

Sassensor (1) nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Polymer uber eine vorzugsweise als Monolage ausgebildete Zwi- 
schenschicht (20) mit einer benachbarten, vorzugsweise halbleitenden oder 
elektrisch isolierenden Schicht des Sassensors (1) verbunden ist, dass die 
Zwischenschicht (20) mindestens eine an der benachbarten Schicht veran- 
kerte reaktive Sruppe aufweist, und dass das Polymer vorzugsweise uber ei- 
ne kovalente Bindung an die Zwischenschicht (20) gekoppelt ist. 

Sassensor (1) nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass die hydrophobe Schicht (19) eine Oberfidchenprofilierung mit Vor- 
sprungen und Vertiefungen aufweist. 

30 Sassensor (1) nach einem der Anspruche 1 bis 1 0, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Vertiefungen als Srdben oder Nuten ausgebildet sind, die vorzugs- 
weise rahmen- oder ringformig um den Kanalbereich (8) und/oder die Sen- 
sorelektrode (16) umlaufen. 
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